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veb halbleiterwerk fronkfurf (oder)

transistorenwerk
SF 121
Informationsblatt SF 122
npa-Si-Planartraasistor SF 123
Ausgabes; 1/067
Verwendunz: Sreitband-, NF- und HF-Verstiarker
mittelschneller Schaltbtransistor
Gehdusse Die Abmessun;en entsprechen der Bauform B 3/25 - 3 &
TGL 71811 Kollekbor am Gehiuse
66 25
i
Kollektor pmmcimn g .l
- . o .
pasls ea[_ 4 .
T 2 ,. ‘&4.
Emitt
tter g 4

Toleranzen sind der T3L 11811 zu ent-

nehmen,
Masge: ca. 1 g
. . < !
Wornewiderstand: R = 250 grd/w

theges

i N . a § =0 C
Zuldgsige Hochstwerte: (fir zﬂa = 457 C, wenn nicht anders angegeb.

SE 121 SF 122 SE 123
Uopn 20 v 33V 66 T
Usgp miE By = 10 Ohm 20 v 33 66
Um0 " >V
Lo 100 ma™
T, 300 ma
Iy 50 ma™
Py (P, = 257 0) 600 mW
& 175° ¢
D ° | —40% ¢ ... + 125° ¢
S —40° ¢ ... +125% ¢

1) liaxinale Inteprationszeit 20 ms

Seite: 1
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SF 121, SF 122, #F 123

Elektris¢he Kennwerte: (fﬁrﬁra = 250 C -5 grd, wenn nicht anders

min,

angegeben)

2)
YD maX.

Kollekbor—-Basis—-ireststrom

Iemo bel Unpn = Ussopax

Emitter—Basis—Reststrom
I bei UEB=5V

mBO
Kollektor smitter-sSpannung ‘
Uopg Pei Igpy = 1 mby Ry, = 10 Ohn

SF 121 20 vV
SEF 122 33V
SF 123 66 V

Kollektor-Euitter-Purchbruchspannung

U bei I... = 50 mA
(BR)CEO CEO ST 127 20 ¥

SEF 122
SF 123

Gleichstromverstarkung
B bei Uop = 2 V3 IC = 50 mA 15
B_409%/B4+25° ¢
B 4125/ By25%

Kollektor-Emitter—
Séttigunggspannung'
UbEsat bei IC = 50 m4,

IB= 5 mA
Basis-Enmitter-~-Spannung
UEE bel IC = 50 mA, IB = 5 mA

Kollektor-Emitter-Restspannung

UCErest bel IG = 503 UCB =0,

Ubergangsfrequenz
f, bei Ugy = 10 Vi I = 10 ma

Ch c -
fm = 18 MHz 60 MHz

Ausgangskapazitit

Copy D81 Ui = 10 V5 Ip = O

fm = 500 kHz

Kollektor—-Ruckwirkungszeit~
konstante

\h12b| bel UCB = 10 V3 IC = 10 mA
R fm = 30 itz

Ausgabe: 1/67

Uy

2,5 nA 1 /uA

3 nA 1 /uA

30V

40 Vv

5
Oy45

1,6

Oplt V 17

0,8 V 0,9 V

0,7 V

130 MHs

22 pF 26 pr)

520 Ps

Seite: 2 I



flektrische Kennwerte:s (fﬁr,&'a =25% ¢ -5 grd, wenn nicht

Leistgngsverstérkung

VP bei UCE = 6 V; £ = 5 MHg
IC:2IILA

MeB8schaltung S, 5 I

h~Parameter

beli U = 6 V; IC = 2 nA
fm = 11 kHz .
11e
boie
h22e
h’I2e
Rauschfaktor
F bei UCE =0 V; IC = 0,5 mA

fm = 10 kHzjg Rg = 500 Ohm

Schaltzeiten (Messung in
angegebener Schaltung)

Angtiegszeit tr bei m = 1
Speicherzeit ts bei m = 3

-Re (h11e)
bei £ = 200 iHz UCE =6V,

IC = 2 mA

min.

2)

S
S
S

anders angege

typ.

F 121
F 122
F 123

ben)

max,

2)

12 4B

2)

23 aB

700 Ohm
95
31
352°10

25 dB

0’65 /U.S

2,2 /us

14,2 Ohm

2) Minimelwerte und Maximalwerte, die nicht im Kenndatenblatt
garantiert werden, haben nur informativen Charakter und
gelten fir etwa 95 % aller Bauelemente.

Ausgabe: /67 ' ‘a

Seite;

31
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SF 121
SF 122
SF 123

Schaltung fir die Schaltzeit messung

) D) 8
L 2 '
s,
1k, ,
Oszilloskop : 06 2- 10
Eingangsimpulse: ¢; =1 S
&,
} 2 05%
Bmoe—
Ue= 12V )
\
Anstiegszeit tr bei m=1 mit m = ._/571
c
Buchse A K%
10 Yo— =
Buchse B
0% ——
m%_m__—\ﬁ
tr
Speicherzejl {; bej m=3 mit m ,_/3/_8;
Buchse A ¢
909,277 AN
0% — — — | I
4 30ns

Seite: 4 I




SF 121
SF 122
SF 123

Schaltung fur die Leistungsverstarkungs-
messung

™
J
1k 1500pF *
2 l 30Melg.05 ¢ Cul
3002 |3mm¢ Ua
Einstellbedingungen
UCE = 6V £f = 5 MHz
I, = 2mA u, = 5oV
2 in nV
y indB = 101g Ya
pe 22,5
Ausgabe: 1/67 Selte: 5 1



P/

mW

600

500

SF121-SF 123

400

Verlustieistung in Abhdngigkeit
Von der Umgébungstemperatur

freitragende Montag

300

p=f (Fa)

200

100

=40

25

120 160 200

Verlustieistung in Abhdngigkeit

2,0

von der Umgebungstemperatur

bei ideale Kihlung

1.5

p=f (Ja)

10

0,5

AN

120 ] 200
Fa/°C 6




SF123
Ausgangskennlinienfeld
le=f(Ucg)
lg Parameter

75

mA

50

25

350;1/4

EGOHA
2§O,UA

200uA

_ iS@;ﬁA

700;1,4

50uA




SF121-123
Ausgaongskennlinienfeld
Io=F(Ueg)

ly Parameter

35mA

%

2,0;7'?,4

200

I5mA

100 10mi

05mA




SF121-123
Ausgangskennlinienfeld
fp=F(Uqg)
Ugg Parameter

400
|
/ 12V v
1V
300 /// -
/O,QV
20

100

a7V

06V
05V




/% 9

5fs

2004

100

SF 121-SF 123
Abhdngigkeit des Kollektorstromes

vom Basisstrom lc=f(/a)
Uce =2v

/

_—

1

SF121-SF123
Eingangskennlinie

/o/mA

Is=f(Uar)
Ucez=2V

1,0

Uge Jy 10




5 100 2 5 101 2 5

102

101 ( ’ 101
,,u\\\Q%e SF121-123 | ]
k h-Pagrameter (normiert) in Abhdngigkeit Pase
s vom Kollektorstrom : // 5
\ hiie heze21e ihaze =f(/c)
\ Uee =6V
Z N / ’
—h
L] 21e
100 4/ 109)
5 — ,
L —— )
haze ~ | e
5 \\ &
\hm /c/mA
"'51 - 2 5 100 2 s 107 2 5 10210-1
102 l
SF 123
s | leso [nA Abhdngigkeit des Kollektorreststromes von cfer s
Kollektorspannung
lego = f (Ucao!
2 2
10’ / 107
———'//
Ucso IV :
3 10 20 30 k0 So 60 70 80




Temperaturabhdngigkeit

Ueesat = f(¥g)

° Tum T bei I.=50mA |
Use sat JV _
8E SO / \ l’ = SmA
o7 \\
96 -
\ Ugg sat
a5
04
/ Ucgsat
/
03
/
/
' a2
o1
= 25 50 75 100 125 150 175
—— L

1 2 10 2 5 10 2 5 103 5 1ch
SFi121-123
Temperaturabhingigkeit des Kollektorreststromes
: T 2/ lego = F(?) -
cgo ~ 'Y /
750 bei Uzg, =20V /7
125 //
100 /’
75 7
0 / 1/
25
leao /”A
w1 2 10! 2 5 10% 2 5 103 P 5 10
SFi21-123




S
N
o

16 5 10° 2 5 10? 2 5 107 2 5 103
| smzr-rzﬂ | /”‘
B ' A
14 lf NOTM- Gleichstromverstérkung ///- AN
in Abhdngigkeit vom // //—~ : \\\ 125 0
12 Kollektorstrom ~._1100°C
NEREY
B=F(l.) / // N 75°C
10 vy, Parameter - ) / - ~150°C |
Uep =6V / / \
08 // S 25°C
o
06 pd // / ,/ ]
T ——
[ T normiert auf |=50mA bei =25°C
0’2//7 ‘
—
- /c/mA
0 \
G 10‘4 2 5 109 2 5 107 2 5 10?2 2 5 1%
SF121-123
14
I Abhdngigkeit der Gleichstromverstdrkung
850 mA vom Kollektorstrom
1.2
B =f(l.)
U..=2V
1.0 CEI ~J
e d A
08 //
A
06 ,/
//
o4 //
/
02
le]mA
0 | |




101

~N
(]

102 2

03

35

30

25

20

15

10

8!

16
—alca /y

10 12 14

| |
2 ~ 25 50 75| \J00 |\v25\50 2
[ee] \ \ \
’°' \ \ \ 7 trlMHz
\ \ \ \ |
2 \ \ \/ 2
LA 74
L\ =
: \ ,// :
L —
SF121-123 U'bergangsf/"equenz‘in Abh{c’ingigl‘[eit von yc, und le | fp=18MHz
gl | o !
:_10 10! 2 5 10° 2 5 101 2 5 10* 2 A /mA 10°
SF 121-123  Abhdngigkeitder Leelaufousgangs ~
4 Co2= f ( Uca) Kapazitat von der kollekt orspannung
Z%FT le=Q




16

1%

12

10

10

-2

5 10-1 2

10°

5 107

|
SF121-123

Fld8

Abhdngigkeit des Rauschfaktors vom Kollektorstrom|

F=f()

f Parameter
Ueg=6V

/
/




veb halbleiterwerk frankfurt (oder)

transistorenwerk SE 126
SF 127
SF 128
Informationsblatt

npn -~ Silizium - Epitaxie - Planar—~ Transistor

Ausgabe 9/67

Yerwendung $ Mittelschnellexr Schalttransistor
Transistor flir Breitbandverstirker

Gehduset Die Abmessungen entsprechen der Bauform
B 3/25 - 3a -;-STGL 11811; Kol ‘ektozz.;_ am Gehduse

g
PRy oy

H )
Kollektor ﬁ

Basis N E

Emitter Toleranzangaben sind derxr
TGL 11811 zu entnehmen.

$ 81

Masse: ca. 1g

250 grd/w
60 grd/w

Warmewiderstands Rth

Rini

A HA

Zulissige Hochstwerte: (gliltig.bis 1}jmax>

SF 126 SF 127 SF 128
Usgo | 33V 66 V 100V
Ucro 20V 30 v 60V
Urro A
1o 500mA
g 250mA
Ptot (bei ## = 25%) . G00nW
P (bei P = 25°¢) 2,50
P3. + 175°%C
P - 55% .., + 175°%
Pamin - 40°C

Uy

20



SF 126

SF 127
SF 128
Elektrische Kennwerte:
(fiir ¥ = 25°C -~ 5grd)
a 1) 1)
_ min typ max
Kollektor—~Basis~Reststrom
ICBO bei UCB = UCBmax 1 nA 100 nA

Emitter-Basis-Reststrom

IEBO bei UEB = 5V

bei UEB = 7V

Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung _

Ig =50 mA SF 126 20 ¥
SF 127 30V
SF 128 60 V

U(BRYCEO  bet

Gleichstromverstarkung

B bei U
B bei U

2V, Iy = 50 mA 18
2V, I. =150 mA

CE ~
CE © C

B bel Uy, = 1V, I, =400 mA

Kollektor-Emilter-Sattigungsspannung

U ‘bei Iy =150 mA, Iy = 15m4

C
bei IC = 50 m4, IB = 5mA

CEsat

UCEsat

Basig~Emitter - Battisungsspannung

Upgeat D81 Ig = 150 mA, Iy = 15mi
Uppgay D€l Ig = 50 mA, Ip = 5mi
Ubergangsfrequenz

£ bei Uy, = 10V, Iy = 10 mi, £, = 15 Mz 60 Miz

1 nA

60 V
70V
80 V

92
42

0,2V 0,5V
0,1V

0,95V
0,8 V

100 MHz

21



Kollektor-Rickwirkungszeitkonstante

N N
Zfb bel UCB = 10V, IC = 10mA
f = 30 MHz
Ausgangskapazitit _
_f = 2 MHZz
Eingangskapazitdt |
- f =2 MHz |

Basis=-Bahnwiderstand

y=Parameter
811
b4
850 bei UCE = 6V, I, =2 m4, f
b22_
h — Parameter
h11e
P12e :bei Ui = 6V, I~ = 2 mA, £
- 9
h21e CE C !
h22e
fauschfaktor

P bei Uy = 6V, Iy 0,2 ma, £ = 1
Ry = 500 Ohm  Of= 1 KHz
Schaltzeiten

minq)

150 ps

10 pF

28 pF

= 200 MHz

= 5 MHz

= 1 KHz

KHz

(Messungen in angegebener Schaltung)

Anstlegszeit tr bei m = 1

‘Speicherzeit ty belm =3

30C ps 550 ps

12 pF 20 p¥

38 pF 50 pP

16,5 5

3,8 mS
177_pr

0,4 mS
29 pF

1,25 K&
4,4.107%

100
27 Jus

4,5 4B

0455 /us
1’3 /UB

1) Minimal- und Maximalwerte, die nicht im Kenndatenblatt g :.arantiess
werden, :1aben nur informativen Charakter und gelten fur 95 % allex

Bauelemente .

22



Schaltung fur die Schaltzeitmessung

A

Tka
F

3_

Anstiegszeit t~ bei m=1
Buchse A 0%

7070:

Buchse 8

Speicherzeit tg bel m=3
BuchseA
%t —

1072@ chse 8

K)G/J—_‘_——_—{

10%~—=
90%— —TXT\
h___i"__l

mit m-= _Zﬂi

2

2304

Oszjlloskop 0G2-10
tingangsimpulse :{; = Tus

% 05%

23



600

SF126-128

500

Verlustleistung in Abhdngigkeit

von der Umgebungstemperatur

P/mW

400

freitragende Montage

P=1 (%a)

<

100

L \

80

120 160 200 o
La/C

Verlustieistung in Abhdngigkeit

von der Umgebungstemperatur

ber ideale Kihlung

P=f (+}a)

10

]

05

=40

40

Ja/ °C
24




SF 126- 128

ﬁ 600

-/C’f(UCE)
Jc
mA Jg=Parameter

500 : .

400 Y,
m
6mA

.
o

300 /L//’
4mA

200 /

// 2mA |
0

~
o

25




SF 126 - 128
Jo- f (UCE)
UBE:Paramefer

40

__—620mV

30

60
I

omV

20

70

— 58

54

omV

560mV

omV

52

OmVv

500mYV




mA

20

15

SF 128

JC : f (UCE ) ; JB =P(Z7(65£\7791‘9f

604 A

e

10

/ 40 pA
/

/ //W
-

30/1,4

P

/ |
=

20
//U

i

il

RERERN

_—T0uA
R
| 0
10 20 30 40
- Uce
v .

27




4 100

JB

" SF 126-128

2V 6‘V

Jg=f(Ugg)

Upg* Parameler

e

50

200

100

05

Uge
%
05
mA Ucg*Parameter
2V
/6 %4
/B
_mA~




1074 2 5 1077 2 5 100 2 5 107 2 5 102
: ]
q\hwe 5F726 = 728
2 N\ 2
, Yy — .
T e h\ | h - Parameter (normiert) = f (Ic) bei Ucg = 6V; frm = 1KHz

1 N\ hix | norrmiert = huie (le) hezze

10

\ | hik (lc=ZmA) | /’ 107
5 | AN /

AN / |
AN e

100

. 109
] h
/72‘.1:/~/ // | / 1ze

hne

—

) [c /.m‘ 0!

N 107 2 5 1071 2 5 100 2 5 101 2 5 10 2




hik

norrmert |

20

05

fze  hyge

SF 126 - 128

h - Parameter (normiert) = f(lc)beilc= ZmA
fm= 1HKHz

hix normert =

hik ( Uce)
hix (Ucg=6V)

10

20 _ 30

S<|§

W




10?

|70

SF 126 - 128
Ucg =20V

JeBo /

107 nA /
1100 //
1077 /
N 71
oC

-2

20

50

100

150

104

107

10°

1077

10-¢

31




103

SF 126 -128
A Sdttigungsspannung in Abhdngigkeit der Temperatur
5 ' __500mA s
/'—_‘—.
UeEsat
mV
. ———-300mA
I
2 2
I 100mA .
102 102
—30mA
o 10mA °
] —  —— 1mA
3mA
, Ucgsqt: f ("?C) r 2
JC 0 C
~t .10 ¢ o
/B
IOI I‘ 107
w =50 0 +50 +100 : + 150




10° 2 5 10’ 2 5 102 2 103
1
20 SF 126~ 128
Sdttigungsspannung (normiert) in Abhdngigkeit vom Kollektorstrom
18 L Uggsat = f (¢
Ypesat g-10
UgEsat 50mA
16
/
% /
7 /i
- ///\7
I
/A
¢/Q~f’o %/\/
T E— —
AT —
.1\9(.:, 50°C ?/
e ;j/,ﬁ"c/// —
A0t ——— Je_
M mA
04 |
v 100 2 5 107 2 s 102 2 109
103 2 4 105 2 5 108 2 107 2 s 108 H 109
SF 126- 128
U
UCER UCER‘f(RBE)
BO -
¢ Jg=1mA
normiert auf Ycgo
10 —
—
N\
09 ™
08
\ R
07 52
\\\
06 .
. s 10t 0° . s 108 . 107 . s 108 . 107

w 10
~




Jo¥ 2 5 1073 2 5 1072 2 5 10 2 5 10
' [
SF 126 - 128
Gleichstromverstarkung in Abhdngigkeit vom Kallektarstrom
B:1(Jc)
8l ¢
B (soma) Ucg=2V
¥ «%"’250(:
T ’
0 .
’ g 125% |
18 e — |
] % <1009 AN
7,6 ] ]
14 — | \
! N
2 [ — | J.750°( \
] —
10 / [g‘_.—;oc
|08 . | %o \
— | .-20°C \
0,6 "] LJ 200 N \
T [ — :Y:Cr40 c N
0'4 J—— ._/"——— I
02 e
b 0% 2 5 107 2 5 107 2 5 107 2 5 109
70010° 2 5 x‘of T 5 102 2 5 103)0‘7
SF 126-128 T
5 Gleichstromverstirkung in 5
8 Abhdngigkeit vom Kollektorstrom
2 va B-flJ) 2
Ucg=2V
Ja :25°C
IO-I 107]
5 / 5
2 /] Je )
pA
762 - 10
K 100 2 5 10! 2 5 10 2 5 03




10! 2 10° 5 107 5 102 2 163
N N N -~ N ’
Uee S = = 5 3 SF126 - 128
v R R 2 S| 0w

. |
24 ’

\ Uce = f(lc) fr = Parameten
22 \

‘\ Kurven konst.| fr = Frequenz
20 »
18
16
fi X \ R = 600mw

\ \
12
0 \
; \ )
\_//
6
l, \ N
2 \ / Z) >~ S
~N - Y

“ 2 10° 5 10 5 10% 2 10°




Cz2b

40

30

20

10

SF 126 - 128

szb = f (UCB)

Ige = 0

'L —g=
5 10 15
Les)
v

38




177 2 5 i0 2 s

SF 126 - 128
Abhdngigkeit des Rauschfaktors vom Kollektorstrom
14
F-F(JC)
E ‘ f- Farameler / TkHz
12 dB (Ucg: 6V)
10
8 . /
10 kHz
5
100kHz
4 \——// . /
2
Jc
mA
0
gl 2 s 100 2 s
' ]
ts,!f, ton/ns ) SF 726'728
s ’ ts, tr.ton=f (Ic) | Ic=10131=-101B2
- T——
v I R
—
2z
—
\\ ——ts
10* \\ —— tow
\
’ ] 17
2

07 3

5 10 20 30 «C 50 60 70 8C 90 00 ——=— IC/ma




41

i 6

05 07 & 4 o
o
4

N\.\F\m\. x |\|\\
ZHH Ol -
yee =2 |
TN*\EQS BLUIDIO = 3 /i A9 = mG\V | WMM
wz =3
ot

| | , K piamyia)s6upbuiz N

821 -924 45




bzze
mS

SF 126- 128

Ausgangsleitwert y,,o
Ug =6V Ic = Parameter

/C'-‘-.Zm'd /Ci‘SMA

/ 100Kz / 100 MHz

|/

/ /

SO0M%

A

|

.l30 MHz x JOMHz
.4MHz * DMtz
X0 MHz
- o Tz
5"/‘1/1’2
=
10 20 30
' —
Y200

mS

42




veb halbleiterwerk frankfurtloger)

transistorenwerk

SF 131

Informatiansblatt SF 132

npn~-Si-Planartransistor

Ausgabe: 1/67

Verwendung: Breitband-, HF- und HF-Verstédrker, schuneller
Schalttransistor
Gehduse: Die Abmessungen entsprechen der Bauform A 3/45-3a,
TGL 11811, Kollektor am Gehduse
#8557 53 75
Kellektor —a e——ela—————=)
Baais R
Fmitter —-—- <~ —
|
T deranzangaben sind der TOL 14844
zu cntnehmen
Massel ca, 0,5 g :

. p 4
Warmewiderstand: R, ges = 500-E§Q

Zuliisgige HSehstwerte: (fiir té = 45°C, wenn nicht anders @nggsn~

SF 131 SF 132
Uogo 20 V 40 ¥
Uexo 27 15 v
Ugno 4V 5V
I, 50 mA
I 10 mA
P (fir ¥, = 25°C) 300 nW
Jj 17500
Vg 0% ... +150°C
I, -40°C .., +125°C

Seites 4



Blektrische Kennwerte:(fiir = 259C~5grd, wenn nicht

a

Kollektor-Basis-Reststrom

ICBO bei UCB= 20V

FEnitter-~-Basis-Reststrom

IEBO bei UEB =4V

Ko1lektor-Emitter-Spannung

UCEO bei IC = 10mA

Gleichstromverstarkung
B bel UCE =1V, IC = 10 mA

Koll,-Emitter-Sattigungsspannung
U bei IC = 10 mA, I = 1 mA

Cksat B
bei I, = 50 mA, IB =5 md
bei IC = 1 mA, IB = 0,1 mA
Basis~-Emitter-Spannung
UBE bei IC = 10 mA, IB =1 mA
Ubergangsfrequenz
£rn bei'Uyp = 10 V, I = 10 mA
fm = 100 MHzZ
Ausgangskapazitéat
C22b bei UCB = 10 V, IE =0
fm = 2 MHz

bei Ugp = 2 V, Ip = O

Re (hﬂﬂe) bei Uyp = 6 V, I, = 2mA
fm = 240 MHgz
Y~-Parameter

beil UCE =9V, IC = ‘1 ml, fm

I11e
I126
Y216
Y22e

Ausgabe: 1/67

SF 131

anders ange¥eben)

min, )1 mo max, 21
1 nA 100 nA
1 nA 100 nA

12V 2 V

20 60 200
0,25V 0,5V
1,15V 1,6 V
0,15 V

0,73 V 0,78 V. 0,85 V

200 MHz 330 MH=z

3,5 pF 3,7 pF 5 PF
6 pF
40 Ohm

= 10,7 MHz

(0,62 + j1,5) mS
-~ (12 + J 205) Jus

(27’5 - J 7) mS

(0,07 + J 0,53) wS

Seite: 2
44



Elektrische Kennwerte: (fﬁr‘d;

nin,)]

SF 132

= 259C-5grd, wenn nicht anders

angegeben)

o\
£¥Ps __max,)

Kollektor-Basic-Reststrom

ICBO bei UCB = 40 V.
BEnitter~Basis~-Reststrom

IEBO bei UEB = 57V
Kollektor~-Bmitter-Spannung

UCEO bei IC = 10 mA 15 V
Gleichstromverstérkung

Kollektor-Emitter-Sattigungespannung

bei Is = 50 mA, Ip=5mA

bei I, = 1 w4, Iz = 0,1 mA
Bapis~BEmnitter-Spannung
Ugg bei Io = 10 m4, Iz =1 mA 0,73 V
Ubergangsfrequens

f_ = 100 MHz

m
Ausgangskapazitit

fm = 2 ‘MHZ
Xollektor-Rickwirkungszeltkonstante
) fm = 30 MHz

fm = 240 MHz

Ausgabe; 1/67 ‘B

1 nA 100 nA

7 nA 100 nA

24 V

40 80

0,25 V 0,5 V

1,15 Vv 1,6 V

0,15 V

0,78 V 0,85 V

270 MHg

3,6 pF 5 p¥
72 ps 130 ps

35 Ohm

Seite: 3 g



SE 142
Y-Parameter

bei UCE = 6 V, IC = 2 ma, fm = 37 WMHz
Y’Me (543 + § 5,2) mS
Y0 - (58 + j 750) /us
1ie (27 - j 25) mS
Yooe (0,45 + j 1,58) mS
bei UCB =8 ¥, IC = 2 mA, fm = 50 MHz
» - (0,48 + § 0,62) mS
b S, (- 25 + j 22,5) m8
Yom, (0,56 + J§ 2,05) m8
Optimale Leistungsverstérkung )2
vpe opt bei UCE = & Yy IC = 2 mA, 11,9 dB
£ = 100 MH=z
Vbb opt bei UCB =6V, IC = 2 mA, 12.,% dB
h = 50 MHz

Ausgabe: 1/67 ‘D e B 46



SE 132
Schaltzeiten T ) B
B1® "o
in der angegebenen Schaltung gemcssen mit B = -t
C
td firm =1 35 nsg
tr firm =1 160 ns
tr firm= 3% 30 mns
ts + tf firm = 3 500 ns
Rauschfaktor

¥ bei:UCE =617V, IC = IC opt? Rg = Rg opt

£f = 1 kHz 7,0 dB
£ = 10 kHz~ 3,5 dB
f =100 klHz 2,5 dB
f = 50 MHz 6,0 dB
Maximele Schwingfrequenz )3
fmax bei UCE = 10 ¥, IC = 10 mA 410 MHz

Schaltung fiur die Schaltzeitmessungent

N
J

| R, =Tk S Tmpulsgenerator
JL C ma-e
R, =3008) ‘Oszilloskop
55 1ok 2 0G 2 - 15
+10Y

)1 Minimalwerte und Maximalwerte, die nicht im Kenndatenblatt
garantiert werden, haben nur informativen Charakter und
gelten fir etwa 95 % aller Bauelemente,

- . _ |14
P opt = & T gqq ¢ Bpp
) -
8T 1, * Cq,

Ausgabet 1/67 ‘3 Seite: 5
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veb halbleiterwerk frankfurt (oder)

transistorenwerk 8F 136
SP 137

Informationsblalt
npn - Silizium — Epitaxie -~ Planar-~ Transistor

Ausgabe 9/67

Yexwendungs Allgemeine HP - Anwendung

Gehduse s Die Abmessungen entsprechen der Bauform
A 3/15 - 3a - TGL 11811
Kollektor am Geh&duse

857 H‘f—"?h 15 ‘
Kollektor "%

Basis o
Enitter Toleranzangaben sind der TGL 11811 zu entnehmen.

86 t CaJLN4 g
Wirmewiderstands R, = 500 grd/W
Ripg & 150 grd/W

Zu-léssige Hochstwerte: (gliltig bis J"jm )

Uspo SF 136 SF 137
g 20V 40 ¥
CEO 12V 20 V
UEBO_ 5 v

Ig 200 mA

Iy 38 mA

Pi. (beid 2500) M=

Pyoy (beld = 25°C)

S +175°¢

—d (o] o]

§ g - 55%C 4.0 + 150°¢C
8 ami - 40°C

70



SF

136

Eenpwerts ( Dei 25°¢ ~ 5 grd, wenn nicht anders angegeben)

Syebol  Einhelt x - 26 Msdianwert x + 23 Einstellbe-
dingungen
KolleXkitor-DInsis
Restatron om0 na 0.1 >  Ugg = 20V
Bmitber~Rasis-
Reststren Ixpo nA 0.5 12 Ugpg = 5V
Gleichstrome= ,
IC = 10mA
Kollsktor-Emit~
ter-Sittigungs— UcEast ny 65 69 & Iz = 10mA
spannung IB = 1mA
Emitter-Basls-
Sittigungsspan- Ugkgat mV 737 745 753 Ig = 10ma
nung IB = 1mA
Kollektor=—
Bmitter— U v 20 32 39 I = 0O
oy oW 2 o
Kollektoxr-Kapa- C o) 3 2,3 2455 3,05 U =m 10V
zitit e ’ ’ ’ on
¢c = O
Grenzfrsquenz fT MHz 730 920 970 UCE = 10V
IC = 10mA
fm =100MHz
Eollektorriickwirk- {n, ] ps 120 210 Ugy = 10V
zeitkonastante IC = 10 mA
f = 30 MHz
m
Rsuschfaktor P éB 6.5 78 9.5 UCE = 6V
IC = 0.211‘
f = 1KHz
RB = 500 Oh
r dB 8.2 UCE = 5V
IO = 10mA
t. = 100MHz
R = 60 Oha

i




h - Parameter ) - Emittorschaltung
f =1 KHz UCE = 6V IE = 2 mA
h = 6,9 KOhm hyoo = 4,1 v 10
1MMe ~ 4 ’]2@ = ] v
Y - Parameter Emitterschaltung
| h ¢ =\50 MHz UCE = 10V IC =
Tyqe = (192 + J 243)m8 Yine = =€0,013 + §
Yo4e = (@9 - § 31) mS Tone = (1,56 + 37
Leistungsverstérkung: |
_ 2
v ‘qu’
=
popt * Rgqq Bpp
f = 50 MHz UCE = 10V IC = 5 mA

Maximale Schwingfrequenz

|!f
= T
max T

E:
Uck

max

SF 136

= 10V IC = S5mA
£ ‘= 550 MHz

5mA
0, 54)mS

25)nS



SE 137
Kennwerte (bei 25°C - Sgrd, wenn nicht anders angegeben)
Symbol Einheit x - 26Medianwert x + 26 Einstellbe-
dingung
Kollektor-Ba- I na 0,13 0,9 U = 40V
sis-Reststrom CBO ! ’ CB
Emitter-Basis 1 na 3.2 18 U.n, = 5V
Reststrom EBO EB
Gleichstromver—
stirkung B fach 110 260 430 UCE = 1V
IC = 10mA
Kollektor—-Emit-
ter-Sattigungs— U mV 62 67 80 I, = 10mA
> CEsat C
spannung N
IB = “mA
Emitter~Basis~
Sittigungsspan~ UBEsat "V 735 750 760 Ig = 10mA
nung Ig= Tma
Kollektor-Emit—- U \' 26 38 43 I_ = O
ter-Spannung CEO(Br) IB = 10mA
c =
Kollektor-Ka~- _
pazitit Coo PF 2,5 331 Ugg = 10V
IC = O
fm = 2MHz
Grenzffequenz fT MHz 590 780 920 UCE = 10V
fm =100MHzZ
Kollektor-Rick- {h,., ] |
wirkzeitkonstante—aed ps 57 75 115 Ugg = 10V
IC = 10mA
fm = 30MHBz
Rauschfaktor F dB 4,5 6.85 12 'UCE = 6V
I, =0,2 mA
f =1 KHz
Rg =500 Ohm
F dB 6.85 UCE = 5V
IC = 10mA
nid =100MHz
F dB 765 UCE = 10V
IC = 10mA
f = 185MHzZ
R = 6@0hm
123
73




SF 137

Kennwerte (beil 25°C - S5grd, wenn nicht anders angegeben)

h - Parameter Emitterschaltung

f:']KHZ UCE=6V IE=2II].A
. . _ 4
( Ni4e = 3,2 KOhm h12e = 2,5.10—
h21e =n310 _ h22e = 31 /uS
Y-Parameter Imitterscialtung
f = 50 MHz UCE = 10V IC =5 mA
Yie = (B2 + § 3,5)m8 Tipe = (0,017 + § 0.58)mS
Y21e‘= (35 -.j 39)ms Y22e = (1,75 + 3 1.3) mS
Leistungsverstarkung
) 2
v _{14]
popt ~ , .
- 419 Bpp
UCE 2 10V IG = 5mA 50 MHz
vbeopt = 25 dB
Maximale Schwingfrequenz
T
IC = 10 mA
f = 650 MHz

74
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